Introducao

@ Com o0 avanco das técnicas experimentais de crescimento de cristais
como MBE, novas estruturas constituidas de semicondutores tém sido
realizadas. Sistemas como pocos guanticos, flos e pontos guanticos de
alta qualidade sao criados e apresentam varias propriedades

Interessantes, muitas delas com aplicagcoes praticas. Para entendermos
as propriedades eletronicas destas estruturas, governados pela mecanica
guantica, precisamos calcular seus estados resolvendo a egquacao de

Schrodinger. Neste trabalho utiizamos um método numerico para
resolver a equacao de Schrodinger dependente do tempo.

Metodologia

@ Uso do método numerico conhecido como Split- Operator

@ Vantagens:. pode-se obter a evolucao temporal dos estados assim
como calcular os auto-estados do sistema atraves da propagacao no
dominio dos tempos imaginario.

Partindo de um estado inicial, a funcao de onda evolul da seguinte forma:
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@ Obtencao do estado fundamental através da propagacao no dominio
de tempo imaginario, t=-izx, 0s estados excitados sao obtidos impondo
orto-normalidade entre os estados.

@ Estudamos o efeito de um campo elétrico estatico e oscilante:
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Resultados

@ Calculamos a transmissao eletronica através de varios potenciais.

@ O estudo fol realizado para sistemas a partir de combinacoes entre
pocos e barreiras de Ga, AlLAs, variou-se a concentracao X do
aluminio, a distancia e largura entre barreiras.

@ Escolhemos uma estrutura com dupla barreira para calcular a
fotocorrente em funcao da freqliéncia o do campo elétrico. Mostramos
a existéncia de dois picos principails, um deles com intensidade
proporcional a ~F,% e o outro, para campos acima de 10 kV/cm ~ Fy3~
demonstrando os efeitos nao lineares.

Simulacao de Estados Quanticos
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Grafico de transmissao do Ga,gAl,,As para um
potencial composto por um poco e duas barreiras.
a) L, =50A. Emb)L,, =100A. Emc) L, = 180A

5 kV/cm

Grafico de transmisséo do Ga,; Al As para um
potencial composto por um poco e duas barreiras.
Ema) X, =0.2. Emb) X, =0.3. Emc) X,, = 0.4.
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Potencial escolhido para estudo de fotocorrente: L Grafico de corrente versus energia para varios valores
= 50A, D = 40A, X 6= 0.2, X 5o = 0.4 da intensidade do campo elétrico (F).
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Grafico de log da corrente versus log da tenséao Grafico de log da corrente versus log da tensao
para energia de 124 meV. para energia de 154 meV.

Conclusoes

@ Os resultados obtidos com a presenca de um campo oscilante
mostraram que ha na fotocorrente, um pico em 124 meV e outro em 154
meV

@ Origem do pico em 154 meV: transicao do estado fundamental
(-112,4meV) para o primeiro pico ressonante (40,5 meV)

@ Origem do pico em 124 meV: transicao do estado fundamental (-112,4
meV) para o0 segundo pico ressonante (134,6 meV) envolvendo a
absorcao de dois fotons del23,5 meV.

@ Pico de 124 meV tem dependéncia proporcional a ~F,% para campos
até 10 kV/ cm. Para campos mais fortes a dependéncia € proporcional a
F,3° dependéncia nao linear com a poténcia, caracteristica de
fendmenos envolvendo absorcao de mais de um foton.

@ Pico de 154 meV a fotocorrente tem dependéncia proporcional a
~F, L9,




